
Yüksek Ba arımlı lemsel Kuvvetlendiriciler 

Yüksek salınımlı, büyük akımlı  çıkı  katları

K1 - T1 ile K2 - T2 çiftleri birim geribeslemeli birer çevrim olu tururlar. Pozitif yarıperiyotta
K2-T2 çifti, negatif yarıperiyotta K1-T1 çifti çalı ır.  Pu pul yapı. Kullanılacak
kuvvetlendirici blokları a a ıda. lk devre K2, ikinci devre K1.  



Hattan hatta salınımlı giri  katları

Giri  i aretinin ortak i aret bile eni pozitif ve negatif besleme hatları arasında
de i ebilmeli. Bunun için iki katlanmı  kaskod yapı kullanılır.

PMOS ve NMOS fark kuvvetlendiricileri ile olu turuluyor.  
Bu tür iki katın bir araya getirilmesi ile giri  CM aralı ı arttırılıyor.
Giri  ortak i aret toprak seviyesine giderse, NMOS lar kesime do ru sürülür, PMOS lar 
iletimde olur.  
Aksine Giri  i areti seviyesi VDD ye giderse PMOS’lar kesime gider, NMOS lar iletimde olur. 
Toplam e imin de i imi a a ıdaki ekilde verilmi tir.  E im, kazanç, hız vb. parametreler 
de i ir. Bunu düzeltmek için önlemler almak gerekir. 



Akım anahtarı kullanılarak davranı ın düzeltilmesi 

E ikaltında çalı ma

Giri  gerilimleri Vref de erinde ise dört giri  tranzistoru da e it IB akımlarını  akıtır. np ve nn

büyüklükleri e ik altında çalı an PMOS ve NMOS tranzistorların üstel ba ıntılardaki
emisyon katsayıları.

Mr tranzistoru toplam 4IB de erindeki akımın yarısını,2IB kadarını üstlenir.
Bu tranzistor bir akım anahtarı görevini üstlenir.
Dü ük giri  seviyelerinde NMOS tranzistorlar tıkalı. +IB akımının tümü Mr üzerinden akar. 
Her PMOS tranzistordan 2IB akar. Akım 2 katına çıkar. E im artar. 2 katına çıkar.
Yüksek giri  gerilimi de erlerinde PMOS tranzistorlar kesime gider. 4IB akımının tümü 
NMOS tranzistorlardan akar. Bunların akımı 2 katına çıkar. E imleri artar.  2 katına çıkar.



Kuvvetli evirtimde çalı ma

E im doymada çalı ma akımının karekökü ile orantılı.
Yöntem Vicm ortak i aret gerilimi de i tikçe giri  katının e iminin de i tirilmesine dayalı. Bir kat 
kesime sürüldü ünde,  di er katın akımı 4 katına çıkar. Bununla e im de iki katı de ere getirilir.  
Örne in PMOS tranzistorlar kesime sürüldü ünde, NMOS tranzistorların gmN e imleri iki katına
çıkar. gmN = gmP alınmı sa, bu durumda etkin e im sabit kalır.  
Aynı durum NMOS tranzistorların kesime sürülmesi halinde, PMOS tanzistorlar için geçerlidir. 
MB1, MB2 tranzistorları ve 1:3 oranlı akım aynaları  akım anahtarı i levini yerine getirirler. 
Her iki kat iletimdeyken, bunların akımları Ib kutuplama akımıdır, Inn ve Ipp akımları sıfır olur.  Bu 
bölgede katım etkin e imi 



VB2 = Vonp

Bu sınırın ötesinde PMOS tranzistorlar MP1 ve MP2 kesimde 

Inn = Ib    sol alttaki akım aynasından 1: 3 oranında yansır. NMOS ların kutuplama akımı
4Ib olur. Bu durumda etkin e im 

Her iki tranzistorun iletimde oldu u durumla aynı.

VB1 = Vonn olursa, bu sınırın ötesinde NMOS tranzistorlar kesimde

Ipp = Ib   sa  üstteki akım aynasından 1: 3 oranında yansır. PMOS ların kutuplama akımı
4Ib olur. Bu durumda etkin e im yine aynı kalır.

Gerçekte bir konumdan di erine tek bir noktada geçi  olmaz. Yava  bir geçi  söz 
konusudur. Bu geçi ler a a ıdaki ekilde belirtilmi tir.



Tasarım örne i

Yüksek de erli ortak giri  i aretleri için NMOS giri  tranzistorları çalı ırken PMOS giri
tranzistorları kesimdedir. PMOS tranzistorlar üzerinden geçmesi gereken kutuplama akımı
M5 üzerinden akar.  

Dü ük ortak giri  i aretleri için PMOS giri  tranzistorları çalı ırken NMOS giri
tranzistorları kesimde olur ve NMOS çiftinin kutuplama akımı M6 üzerinden akar.

Ortak giri  i aretinin besleme gerilimlerine göre orta gerilim seviyelerinde olması
durumunda ise her iki çift de çalı ır. Bu durumda, de i me olmamasını sa lamak üzere 
çiftlerin tek ba larına çalı malarına kıyasla geçi  iletkenli i yarıya dü melidir.

Bu i lem, akım anahtarları (M7-M8 PMOS ve M9-M10 NMOS tranzistorları) tarafından
giri  tranzistorları üzerinden geçecek kutuplama akımının ¾’nün çalınmasıyla 
gerçekle tirilir. Böylece, üzerlerindeki akım ¼’üne indirilen giri  tranzistorlarının e imi
yarıya dü ürülmü  olur. 

lemsel kuvvetlendiricinin çıkı  katı M31 ve M32 tranzistorları ile olu turulan besleme 
geriliminden besleme gerilimine salınım aralı ı sa layan bir çıkı  katıdır. Yapı AB sınıfı
çalı maktadır.

Diyot ba lı M23, M24, M27, M28 tranzistorları kutuplama gerilimini sa lamaktadır. Bu 
diyotlar vasıtasıyla çıkı  katının kutuplaması için gerekli referans gerilimi üretilir.  

M29 ve M30 ise çıkı  transistorlarından akıtılabilecek maksimum akımı artırarak devrenin 
küçük de erli rezistif yükleri geni  bir çıkı  aralı ı salınımı ile sürmesine olanak tanır.





Uygulama Örne i: Yüksek Dereceden Video Bandı Süzgeci
Önerilen CMOS i lemsel kuvvetlendiricinin ba arımı, uygulama örne i olarak seçilen 
yüksek dereceden video bandı süzgeci üzerinde gösterilmi tir.
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